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はじめに：ベータ酸化ガリウム（β-Ga2O3）は、その優れた材料物性や基板の量産性の高さか
ら、次世代の高耐圧低損失パワーデバイス用半導体材料として注目を集めている。デバイス構
造の候補の中で MOS 型ショットキーバリアダイオード(MOSSBD)は 1.2 kV 以上の耐圧と低い
リーク電流、および 20 mΩ.cm2 以下の特性オン抵抗を示すことが報告されており[1-3]、次世代
の高耐圧・低損失デバイス構造として有望視されている。今回はその実用化を狙い、実回路評
価が可能な大面積（1.7 mm□）の MOSSBD を試作したので、そのデバイス特性を報告する。 
試作プロセス：２インチのβ-Ga2O3 基板上に、1.5×1016 cm-3 のドナー濃度にて HVPE(Halide 
Vapor Phase Epitaxy)によりエピタキシャル成⻑させた後、i 線ステッパ露光を用いて 2 µm ピ
ッチのメサ/トレンチを 1.7 mm□で形成した。その後、素子外周部にフィールドプレートを
PECVD-SiO2 により形成し、素子全面にキャパシタ絶縁膜を PECVD-SiO2 と ALD-Al2O3 の積
層膜により形成した。その後レジスト塗布およびレジストエッチバックにより、メサ部分のレ
ジストを除去し、ウエットエッチングによりメサ部分の絶縁膜を除去した。さらにアノード電
極、および裏面カソード電極を形成した。 
デバイス構造、およびデバイス特性：Fig.1 に今回試作した MOSSBD の構造断面図を示す。フ
ィールドプレートはライン&スペースの終端部分にある幅広トレンチ内に階段状に形成されて
いる。また、キャパシタ絶縁膜はトレンチの側壁および底面にのみ形成されており、SBD はメ
サ表面およびトレンチの上部コーナー部に形成されている。逆方向電圧印加時には、SBD の下
部にあるフィンにはキャパシタの電位により空乏層が形成されることにより、SBD の電界が緩
和され、リーク電流の低減、および耐圧の向上が実現される。またフィールドプレートを形成
することでアノード端部での電界集中が緩和され、耐圧が向上する。Fig.2 に逆方向リーク電流
の逆方向電圧依存性を示す。比較として、同じウエハ上に形成したプレーナーSBD、および
TFE(Thermionic Field Emission)モデル[4,5]による逆方向リーク電流特性を示す。MOSSBD
はプレーナーSBD と比較して大幅なリーク電流の低減、および耐圧の向上を可能にし、1.2 kV
で、5.7×10-10 A (20 nA/cm2) のリーク電流を実現した。またフォワード電流は 2 V で 2 A を
実現し、>109 のオン/オフ比を実現した。発表では、デバイス特性のトレンチ方位依存性につ
いても議論する。 
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Fig.1 Structural image of field-plated MOSSBD.
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Fig.2  Reverse J-V characteristics of field-plated 

MOSSBD and planar SBD.  
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